
特点：

■芯片与底板电气绝缘，2500V 交流绝缘

■优良的温度特性和功率循环能力

■国际标准封装

典型应用：

■加热控制器

■交直流电机控制

■各种整流电源

■交流开关

参 数

符号 值 单位

储存温度范围 Tstg -40-150 ℃

工作结温度范围 Tj -40-125 ℃

断态重复峰值电压 (Tj=25℃) VDRM 800/1200 V

反向重复峰值电压 (Tj=25℃) VRRM 800/1200 V

非重复浪涌峰值断态电压 VDSM VDRM +100 V

非重复反向峰值电压 VRSM VRRM +100 V

通态平均电流 IT(AV) 35 A
非重复浪涌峰值通态电流(全周期, F=50Hz) ITSM 350 A

I2t 值融合 (tP=10ms) I2t 880 A2s

通态电流的临界上升速率(IG =2×IGT) dI/dt 50 A/µs

峰值门极电流 IGM 4 A

平均门极功率损耗 PG(AV) 1 W

门极峰值功率 PGM 10 W

绝缘电压(A.C,F=50Hz,1min) VISO 2500 V

JSMICRO Semiconductor

BTA40/BTB40
双向可控硅

www.jsmsemi.com 第1/5页



电特性：（四象限）

（三象限）

符号 测试条件 象限 值 单位

IGT

VD =12V RL=33Ω

Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ
MAX

50
mA

Ⅳ 120

VGT ALL MAX 1.5 V

VGD
VD =VDRM Tj =125℃
RL =3.3KΩ ALL MIN 0.2 V

IL
IG =1.2IGT

Ⅰ-Ⅲ-Ⅳ MAX 90
mA

Ⅱ 100

IH IT =100mA MAX 100 mA

dV/dt VD=2/3VDRM Gate Open Tj=125℃ MIN 500 V/µs

(dV/dt)c Without snubber Tj=125℃ MIN 30 V/µs

符号 测试条件 象限 数值 单位

IGT
VD=12V RL=33Ω

Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ MAX 50 mA

VGT Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ MAX 1.5 V

VGD
VD =VDRM Tj =125℃
RL=3.3KΩ

Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ MIN 0.2 V

IL
IG=1.2IGT

Ⅰ-Ⅲ MAX 80
mA

Ⅱ 100

IH IT=100mA MAX 60 mA

dV/dt
VD=2/3VDRM Gate Open Tj
=125℃

MIN 1000 V/μs

(dV/dt)c Without snubber Tj=125℃ MIN 20 V/μs
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热阻

符号 参数 值(MAX) 单位

VTM ITM =60A tP=380µs Tj=25℃ 1.45 V

IDRM
VD=VDRMVR=VRRM

Tj=25℃ 10 µA

IRRM Tj=125℃ 5 mA

符号 参数 值 单位

Rth(j-c) junction to case(AC) TG-C 1.5 ℃/W
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封装尺寸
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